


 

2 



 

3 



 

4 



 

5 

 

 

 

 

 

 



 

6 

 

 

 

 



 

7 

 9-th International Conference “Semiconductor Micro- and Nanoelectronics”   

    (Yerevan, 2013); 

 2-nd International Symposium “Optics and its Applications” (OPTICS-2014) 

Yerevan - Ashtarak, Armenia September 1-5, 2014. 

 10-th International Conference “Semiconductor Micro- and Nanoelectronics” 

(Yerevan, 2015); 

 3-rd International Symposium “Optics and its Applications” (OPTICS-2015)   

 Yerevan -Ashtarak, Armenia October 1-5, 2015. 

 XI International Symposium on Quantum Theory and Symmetries, Yerevan, 

Armenia, July 13-18, 2015. 

 

w 21 bbb  



 

8 

1bw   2bw  








)/(exp(2
)( 0

2 


w

S

e
V

ɑ

ɑ











































 11

31

2
1)2(2

2

2

2

2

exscS

exscSexscS

exscSexscS

exsc

r
b

aq

aqaq
aqaq

a

m
E





2/exexsc aa  exa 

~

0Sq



 

9 







 

10 



ɑ

w b

bwr  /

Rz 

1)ln()( 12 qRqRr 1)ln()( 12 qRqRr

zq

Sw

DQ

S
Se

RqR

e
zV

~
2

1

~
1

)(





22

2
1 )(

Rz

e
zV

b

DQ

S







 

11 

2)ln/2()/1(~
SrrS qRq  

1~ SS qz

bwr  /

2/1

0

2

16

ln

2












Lrr

S
na

Rz


0)1(
1

2

2

2

2

 


ydy

d

ydy

d

zqSey
~

 22

//
~/8 SR qE  RqReE SwR

~/2 

Sq~/2  //

22 2/ E //



 

12 

0)(
0

~






z

zqSeJ
dz

d




































exex

Sex
S

Sw

b
a

R

a

aRq

R

a
Rq

RqR

e
E 0

12

8

~
~1~

1



r



 

13 



)(k



 

14 

)(k

he 

)/2( Fhe E )]2/()/[( 22

FF kkkk 



 

15 

L

1)],([  k )/( 2

1

2

12  

1 ),(  k 2 ),(  k

),(  k ),(  k
1)],([  k

)(
)/),(Re(/)(

ki

kkW


 

)(ki 

1)],([  k



 

16 

1/ Fkk

 



 

17 




 

 

 



 

18 

 

1. Шик А.Я., Бакулева Л. Г., Мусихин С. Ф., Рыков С., Физика низкоразмерных 

систем. Под ред. А. Я. Шика. СПб:  Наука, 2001.  

2. 

3. Kumagai M., Takagahara T., Excitonic and nonlinear-optical properties of 

dielectric quantum- well structures, Phys. Rev. В , v. 40, pp.12359-12381, 1989. 

4. Keldysh L.V., Excitons in Semiconductor-Dielectric Nanostructures, 

Phys.Stat.Sol. (a), v.164, v. l, pp.3-12, 1997. 

5. Агаронян К.Г.,Кулоновсие состояния и оптическое поглощение в квантовых 

наноструктурах с диэлектрическим ограничением. Докторская диссертация. 

Ереван, 2014.  

6. Рытова Н.С., Экранированный потенциал точечного заряда в тонкой пленке. 

Вестник МГУ, Физика Астрономия, т.3, сс.30-32, 1967. 

7. Aharonyan K.H., Kazaryan E. M., The Effect of Shielded Coulomb Interaction on 

Light Absorption in Thin Semiconductor Films. Thin Solid Films, v.105, pp.149-156, 

1983. 

8. Kowalczyk L.,et al.,Photoluminescence in EuS-PbS-EuS semiconductor structures 

with a double ferromagnetic barrier. Material Sci.- Pol.,   v. 24, pp. 809-814. 2006. 

9. Pauc N., et. al., Electronic and optical properties of Si/SiO2 nanostructures. I. 

Electron hole collective process in single Si/SiO2 quantum wells. Phys. Rev. B, v. 72, 

pp.  205324-1 -13, 2005. 

10. Poborchii V.V., Optical properties of the cylindrical quantum wires in the 

chrysotileasbestos channels, Japan. J. of Appl. Phys., 34, pp. 271-274, 1994. 

11. Lisachenko M. G., et al., Dielectric Effect in Silicon Quantum Wires. Phys. Stat. 

Sol. (a), v. 182, pp. 297-300, 2000.  



 

19 

12. Kigel A., et al., The ground-state exciton lifetime of PbSe nanocrystal quantum 

dots. Superlattices and Microstructures,  v. 46, pp.  272-276, 2009. 

13. Чаплик А.В., Энтин М.В., Заряженные примеси в очень тонких слоях. 

ЖЭТФ, т.61,  сс. 2469-2475, 1971. 

14. Келдыш Л.В., Кулоновское взаимодействие в тонких пленках 

полупроводников и полуметаллов, Письма ЖЭТФ, т.29,  сс. 716-719, 1979. 

15. Aharonyan K. H.,  Kazaryan E. M., Screened exciton properties of narrow-gap 

lead salt finite confining potential semiconductor quantum well. Physica E, v. 44,  pp. 

1924-1930, 2012.  

16. Keldysh L.V., Excitons and polaritons in semiconductor/insulator quantum wells 

and superlattices, Superlatt. and Microstruct. v. 4, pp. 637- 642, 1988. 

17. Chang K., Peeters F.M., Asymmetric Stark Shifts in In0.18 Ga0.82 As/GaAs near-

surface quantum wells: The image charge effect. J. of Appl. Phys., v. 88, pp. 5246 –

5251, 2000. 

18. Lead Chalcogenides- Physics and Applications, D.R. Khoklov (Ed), Taylor and 

Francis, New York, 2003. 

 

1. Aharonyan K. H. , Margaryan  N. B., Plasmon-Phonon Coupling In Lead Salt 

Semiconductor Quantum Well. Journal of Physics : Conf. Series, Vol.  673, pp. 

012002-1-6, 2016. 

2. Aharonyan K. H. , Margaryan  N. B., Dielectric confinement influenced screened 

Coulomb potential for a semiconductor quantum wire. Journal of Physics : Conf. 

Series, Vol.  672, pp. 012009-1 -8, 2016. 

3. Aharonyan K. H., Margaryan  N. B., Binding energy of the one-sided 

dielectrically enhanced screened exciton in semiconductor quantum well. 

 (NASA REPORTS), v.116, pp. 57-63, 2016. 

4. Margaryan  N. B., Screened Coulomb centers in lead salt / mesoporous silica SBA 

15 phase realistic semiconductor quantum wire system. Proc. of the 10-th International 

Conference “Semiconductor Micro- and Nanoelectronics”, pp. 96-98, 2015.  

5. Aharonyan K. H., Margaryan  N. B., Screened Coulomb properties of 

semiconductor nanowire with dielectric confinement effect. Proc. of the 10-th 

International Conference “Semiconductor Micro- and Nanoelectronics”, pp. 94-96, 

2015. 

6. Aharonyan K.H.,Margaryan  N. B., Plasmon-phonon properties of narrow-gap  

realistic lead salt semiconductor quantum well. Proceedings of the Ninth International 

Conference “Semiconductor Micro- and Nanoelectronics”, pp. 147-150, 2013. 

7. Aharonyan K. H. , Margaryan  N. B., The screened exciton absorption in quantum 

well. Сборник научных и методических статей ГИУА, т. 1, сс. 81-86, 2012.  

 



 

20 

ИССЛЕДОВАНИЕ КОЛЛЕКТИВНЫХ СОСТОЯНИЙ И ОПТИЧЕСКИХ 

ЯВЛЕНИЙ В ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ  

НАНОСТРУКТУРАХ  С ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ОГРАНИЧЕНИЕМ 

       

АННОТАЦИЯ 

Успехи технологического синтеза полупроводниковых наноструктур и 

накопленный научный потенциал исследований открывают уникальную область 

для создания необычних классов гетерогенных систем с заданными свойствами, а 

в перспективе - путь разработки приборов на новых нанометрических эффектах.  

      В этом плане вызывают все возрастающий интерес полупроводниковые 

квантовые структуры со строгим контрастом значений диэлектрических 

проницаемостей на гетерограницах, а именно, квантовые ямы и квантовые нити с 

диэлектрическим усилением кулоновского взаимодействия (ДКЯ, ДКН). 

Подбиранием материалов полупроводникового квантового образца и 

окружающей барьерной среды, а также мезоскопических размеров и формы 

активной нанообласти, становится возможным в широких пределах менять 

положение энергий как одночастичных, так и коллективных (экситонных и 

плазмон-фононых) состояний – осуществлять наряду с обычной "зонной 

инженерией" также "инженерию кулоновского взаимодействия". 

     Предлагаемая диссертационная работа посвящена изучению коллективных 

состояний, а также оптических свойств в полупроводниковых ДКЯ и ДКН.  

     Ниже приведены полученные в диссертационной работе основные выводы: 

1. Исследованы экранированные экситонные состояния в ДКЯ с 

“односторонным” диэлектрическим ограничением на гетерограницах с учетом 

двумерного потенциала взаимодействия Дебая-Хюккелья. Установлены 

интервалы корелированных значений  отношения двумерной плотности/ 

температуры и ширины ДКЯ, для которых вычисленное вариационным методом 

выражение для энергия основного состояния экранированного экситона имеет 

место. Проведены численные вычисления в случае ДКЯ на базе InSb. Получено 

существенное возрастание значения энергии связи экранированного экситона до 

значения  4 6 мэВ по отношению к аналогичной величинe в обьемных образцах 

(0.3 0.4 мэВ).   

2. В рамках метода “обрезанного” кулоновского потенциала  изучен 

квазидвумерный экранированный экситонный спектр поглощения в ДКЯ 

EuS/PbS/EuS с “двусторонным” диэлектрическим ограничением на 

гетерограницах. Показано, что экситонный коэффициент поглощения в 

зависимости от энергетического параметра проявляет умеренно осцилляционное 

поведение. Получено, что интенсивность экситонного поглощения возрастает с 

ростом параметра nS/T, а в случае убывания последней, с одновременным ростом 

энергетического параметра, стремится аналогичному значению 

неэкранированного случая. 

3. В рамках метода Томаса-Ферми исследовано явление экранирования 

кулоновского взаимодействия в полупроводниковых квантовых нитях 

вкрапленных в диэлектрическую среду. Получен аналитический вид трехмерного 

потенциала кулоновского взаимодействия. Oткуда впервые выявлены выражения 
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для квазиодномерной длины экранирования, а также потенциала взаимодействия 

с учетом явления диэлектрического ограничения. Показано, что последнее в 

умеренно малом длинноволновом пределе явно зависит от радиуса нити, тогда 

как при очень малом пределе исключительно характеризуется диэлектрическими 

свойствами баррьерной среды.  

4. В рамках методов уравнения Бесселя и вариационного исчисления 

впервые для ДКН PbSe/мезопористый кремний SBA-15 предложен механизм 

исследования экранированных экситонных состояний. Проведены как 

аналитические, так и численные вычисления для энергии связи Eb  основного 

состояния экранированного экситона. Получен резкий рост величины Eb  вплоть 

до значений 10-20 мэВ по отношению к аналогичной величины 

неэкранированного экситона в обьемных образцах PbSe (0,9-1мэВ). Показано, что 

значения энергии связи вычисленные методом уравнения Бесселя превышают 

аналогичным значениям, полученные вариационным методом. Однако, в 

зависимости от убывания радиуса нити, скорость их изменения в обоих случаях 

примерно одинакова.    

5. В рамках метода приближения случайных фаз исследованы 

дисперсионные свойства плазмон-фононых связанных колебаний в ДКЯ 

EuS/PbS/EuS. Проведен численный анализ функции энергетических 

характеристических потерь, а также сил осцилляторов плазмоноподобных и 

фононоподобных спектральных пиков. Показано, что в области малых волновых 

векторов сила осциллятора распределяется в основном между фононоподобной 

ветвью, а также континуумом одночастичных возбуждений, а в 

плазмоноподобной ветви- частично. В свою очередь, в области конечных 

волновых векторов выявлено целостное подавление плазмоноподобной ветви с 

одновременной передачей силы осциллятора колективных колебаний полностью 

на фононоподобную ветвь и континууму одночастичных возбуждений.  

 

INVESTIGATION OF COULOMB STATES AND OPTICAL PHENOMENA IN  

SEMICONDUCTOR NANOSTRUCTURES WITH DIELECTRIC 

CONFINEMENT 

 

SUMMARY 

 The success of technological synthesis of semiconductor nanostructures and 

accumulated scientific potential of research offer a unique area to create an unusual 

class of heterogeneous systems with predetermined properties, and in the future - the 

path of development of new devices on the nanometer effects. 

      In this respect, interest in semiconductor quantum structures with a strong contrast 

of the values of the dielectric constants at heterojunctions, namely, quantum wells and 

quantum wires (DQW, DQWr) with dielectric enhancement of the Coulomb interaction 

is growing. Here, picking up the materials of the semiconductor quantum sample and 

surrounding barrier medium, as well as mesoscopic size and shape of the active 

nanoregion, becomes possible to widely change the position of the energies of both 

single-particle and collective states - to carry out, along with the usual "band 

engineering" the "engineering of the Coulomb interaction" as well. 
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       The proposed thesis is devoted to the study of collective (excitonic, plasmon-

phonon) states, as well as the optical properties in semiconductor DQW and DQWr. 

        The following are obtained in the thesis as the main results and conclusions: 

1. The screened exciton states in DQW with ” one-side” dielectric confinement 

effect on the heteroboundaries with two-dimensional interaction potential of the Debye-

Huckel are investigated. The intervals of the correlated values of the two-dimensional 

density / temperature ratio and DQW width are established for which calculated by the 

variational method the ground state energy expression of the  screened exciton takes 

place. Numerical calculations in the case of DQW based on InSb are carried out. The 

significant increase of the screened exciton binding energy value of 4   6 meV 

relative to analogous value of the volume samples (0.3-0.4 MeV) is received. 

2. In the framework of the “cut-off” Coulomb potential method quasi-two 

dimensional screened exciton absorption spectrum in EuS / PbS / EuS DQW with ” 

two-side” dielectric confinement effect on the heteroboundaries is studied. It is shown 

that the exciton absorption coefficient as a function of the energy parameter 

demonstrates moderately oscillatory behavior. It was found that the exciton absorption 

intensity increases with nS/T parameter, but in the case of decrease of the latter and 

with a simultaneous increase in energy, seeks a similar value of unscreened case. 

3. In the framework of the Thomas-Fermi method the phenomenon of screening 

of the Coulomb interaction in semiconductor quantum wire embedded in dielectric 

medium is studied. The three-dimensional Coulomb interaction potential analytical 

form is obtained. From where both the expressions of the quasi-one screening length 

and interaction potential with taking into account dielectric confinement effect it is 

found in the first time. It is shown that the latter in a moderately small long-wave limit 

is clearly dependent on the radius of the wire, whereas in a very small long-wave limit 

exclusively is characterized by dielectric properties of the barrier medium.  

4. In the framework of the both Bessel equation and variational methods 

analytical research mechanism of the screened exciton states for the first time in the 

PbSe / mesoporous silicon SBA-15 DQWr are offered. Both analytical and numerical 

calculations of the ground state binding energy  Eb  of the screened exciton are carried 

out. Sharp increase of the  Eb  value  up to 10-20 meV relative to the unscreened 

exciton analogous value in volume samples PbSe (0,9-1meV) is obtained. It was shown 

that the  Eb  values calculated by Bessel equation method exceed than the same values 

obtained by the variational method. However, depending on DQWr radius decreasing, 

their rate of change in both cases approximately are the same. 

5. Iin the framework of the random phase approximation method the dispersion 

properties of plasmon-phonon modes in DQW EuS / PbS / EuS are studied. The 

numerical analysis of the energy loss characteristic function and oscillators strength of 

plasmon-like and phonon-like spectral peaks. It is shown that in the region of small 

wave vectors the oscillator strength is distributed mainly both in phonon-branch and in 

the continuum of single-particle excitations, but in plasmon-like branch- weakly. In 

turn, in the region of finite wave vectors the complete suppression of plasmon-like 

branch is revealed with simultaneous transmission of collective modes oscillator 

strength both in the phonon-branch and the continuum of single-particle excitations.  


